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[57]申請專利範圍
1.　一種三維積體電路封裝，包含：一封裝基板，其係具有一表面，且至少一積體電路(IC)
晶片與至少一暫態電壓抑制(TVS)晶片設於該表面上，且彼此電性連接，該積體電路晶片
與該暫態電壓抑制晶片互相獨立；複數個導電栓，其係設於該暫態電壓抑制晶片中；複

數個第一導電凸塊，其係設於該表面之導電區域上，且每一該第一導電凸塊分別位於每

一該導電栓下方，該暫態電壓抑制晶片經由該些第一導電凸塊與該些導電栓電性連接該

導電區域；以及複數個第二導電凸塊，每一該第二導電凸塊分別位於每一該導電栓上，

且該積體電路晶片經由該些第一導電凸塊、該些第二導電凸塊與該些導電栓電性連接該

導電區域與該暫態電壓抑制晶片；其中該暫態電壓抑制晶片更包含：一 P型半導體基
板，該些導電栓係設於該 P型半導體基板中；一 P型井區，其係設於該 P型半導體基板
中，且一第一 P型重摻雜區與一第一 N型重摻雜區設於該 P型井區中；以及一 N型井
區，其係設於該 P型半導體基板中，且一第二 P型重摻雜區與一第二 N型重摻雜區設於
該 N型井區中，又該 P型井區與該 N型井區彼此獨立。

2.　如請求項 1所述之三維積體電路封裝，其中該些第一導電凸塊與該些第二導電凸塊之材
質為鉛或錫，該些導電栓之材質為銅。

3.　如請求項 1所述之三維積體電路封裝，其中一該導電栓連接一高電壓端， 另一該導電栓
連接一低電壓端，其餘該導電栓連接輸入輸出接腳(I/O pins)。

圖式簡單說明

第 1圖為先前技術之連接欲保護電路之暫態電壓抑制器的電路示意圖。
第 2圖為先前技術之具有暫態電壓抑制器之二維系統封裝示意圖。
第 3圖為本發明之第一實施例之結構示意圖。
第 4圖為本發明之第一實施例之三維積體電路封裝電性連接高電壓端、低電壓端與輸入

輸出接腳之示意圖。
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第 5圖為本發明之第一實施例之暫態電壓抑制晶片之結構示意圖。
第 6圖為本發明之第二實施例之結構示意圖。
第 7圖為本發明之第二實施例之三維積體電路封裝電性連接高電壓端、低電壓端與輸入

輸出接腳之示意圖。

第 8圖為本發明之第三實施例之結構示意圖。
第 9圖為本發明之第三實施例之三維積體電路封裝電性連接高電壓端、低電壓端與輸入

輸出接腳之示意圖。
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